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Beschreibung 

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Her- 
stellung eines Kontaktlochs zu einem dotierten Bereich 
in einem Substrat. 5 
[0002] In der Mikroelektronik werden zur Platzein- 
sparung und zur Erhohung der Prozelisicherheit i^aufig 
sog. selbstjustierte Kontakte eingesetzt. Ein selbstju- 
stierter Kontakt ist dadurcli ausgezelchnet, daQ» ein 
elektrischer Kontakt nur zu einem bestimmten leitenden 10 
Gebiet der Schaitung. z.B. zum Sourcegebiet eines 
Transistors hergestellt wird. auch wenn die zur Erzeu- 
gung des Kontakts ublicherweise verwendete Offnung 
in einer IVIaskenschicht, z.B. Fotolack, groBer ist und 
uber andere leitende Gebiete, z.B. das Transistorgate, is 
uberlappt. Dies bietet den Vorteil, dall unabhangig von 
der genauen Grol^e und Lage der Offnung in der Mas- 
kenschicht kein Kurzschluli zu nicht kontaktierenden 
Gebteten hergesteitt wird. Dies erhoht erstens offenbar 
die ProzeGsicherheit. Zweitens kann im Design der 20 
Schaitung auf anderenfalls vorzusehende Sichertieits- 
abstande zwischen Kontakt und nicht zu kontaktieren- 
den leitenden Gebieten verzichtet werden und so eine 
Platzersparnis erreicht werden. 

[0003] Besonders wiclitig ist dies in Speictierzellen, 25 
z. B. DRAMs, da hier die ublicherweise erforderlichen 
Sicherheitsabstande einen signifikanten Anteil des Zell- 
rasters ausmachen und andererseits die Chipflache bet 
derartigen Produkten eInen maSgeblichen Wirschafl- 
iichkeitsfaktor darsteilt. In DRAMs werden selbstju- 30 
stierte Kontakte vorzugsweise beim Bitleitungskontakt, 
d. h. dem Anschlull der Bitteitung an ein S/D-Geblet des 
MOS-Transistors einer Speicherzelle eingesetzt. Bisher 
sind folgende Konzepte zur Hersteliung selbstjustierter 
Kontakte bekannt, wobei als erster Schritt immer die 35 
Gates mittels einer gemeinsam mit den Gates struktu- 
rierten dielektrischen Schicht nach oben und durch 
sogenannte Spacer zur Seite hin isoliert werden: 

Einbau einer dunnen Siliziumnitridschicht vor 40 
Abscheidung eines dicken isolierenden und plan- 
arisierenden Oxids. Der Kontakt wird mit einer 
Flulisaurelosung naR geatzt, wobei die Nitrid- 
schicht als Atzstop wirkt. AnschliefJend wird die 
dunne Nitridschicht geatzt, wobei die Atzung so 4S 
kurz gehatten werden kann, da& die Einkapseiung 
der Gates erhalten bleibt Ferner wird auch das 
au&erhalb der aktiven Gebiete vorhandene Feld- 
oxtd nicht uberma&ig at>getragen, so dall der Kon- 
takt auch uber Feldoxidkanten selbstjustiert so 
hergestellt werden kann. Ern Nachteil dieses Ver- 
fahrens ist die isotrope Na&atzung des Kontakts, 
die einen Einsatz be! kleineren StrukturgroBen 
nicht mehr gestattet. 
» In diesem Fall kann als Atzstopschicht eine Poiysili- ss 
ziumschicht eingesetzt werden, da anisotrope trok- 
kene Oxidatzungen bekannt sind, die Polysilizium 
wenig angreifen. Alierdings muR diese Polysiiizium- 
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schicht wahrend oder nach der Herstellung der 
Kontakte entfemt, in ein Dielektrikum umgewandelt 
Oder isoliert werden, da eine durchgehende Polysi- 
liziumschicht zwischen den Kontakten einen 
Leckstrompfiad bieten wurde. Verschiedene Verfah- 
ren zur Umwandlung oder Isolation der Polysilizi- 
umschicht sind bekannt Ein Nachteil aller 
Verfahren ist die umstandliche und fehleranfallige 
ProzeBfuhrung. 

[0004] Ein weiterer Nachteil aller Ver^hren ist die 
Tatsache, dalJ Kontakte zu leitenden Gebieten im Sub- 
strat mit einer anderen Prozelifuhrung und damit mit 
einer anderen Maskenebene als solche zum Gate her- 
gestellt werden mussen. Dies gestaltet die Prozelifuh- 
rung in der fotgenden Metallisierungsebene je nach 
Prozelifuhrung umstandlich und bringt zusatzliche Risi- 
ken mit sich (Lack-Kontamination in bereits geoffneten 
Kontaktlochern, Justagefehler der beiden Kontakttypen 
gegeneinander). 

[0005] Als Beispiel eines herkommlichen Verfeh- 
rens kann das. im IEEE Transactions on Electron 
Devices, vol.35, ho. 10, October 1988, Seiten 1601- 
1608, offenbarte Verfahren zitiert werden. 
[0006] Aufgabe der Erfindung ist es, ein verbesser- 
tes Verfahren zur Herstellung eines Kontaktlochs zu 
einem dotierten Bereich eines Leitfahigkeitstyps bei 
einem Wafer mit dotierten Gebieten vom ersten und 
eines zweiten Leifahigkeitstyps anzugeben. 
[0007] Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren mit 
den Merkmaien des Patentanspruchs 1 gelost. Weilere 
Ausgestaltungen der Erfindung gehen aus den Unter- 
anspruchen hervor. 

[0008] in dem erfindungsgemaSen Verfahren wird 
ausgenutzt. dali undotiertes Silizium selektiv zu dotier- 
tem Silizium entfernt werden kann. Die undotierte Silizi- 
umschicht, die z.B. polykristallin ist, wird durch eine 
lonenimplantation unter Venvendung einer Maske 
selektiv im Bereich des spateren Kontaktes dotlert. Eine 
Diffusionsbanriereschicht, die mindestens den ersten 
dotierten Bereich freilaUt und einen zweiten dotierten 
Bereich vom entgegengesetzeten Leifahigkeitstyp 
abdeckt, ist unter der Siliziumschicht angeordnet und 
verhindert eine unerwunschte Diffusion von Dotierstof- 
fen an anderen Stelien, bspw. aus entgegengesetzt 
dotierten Substratbereichen , in die Siliziumschicht ins- 
besondere bei einer nachfolgenden Temperung. 
Anschlieliend wird der undotierte Teil der Silizium- 
schicht selektiv zu dem dotierten Gebiet entfernt. Es 
wird ganzflSchig eine Isolationsschicht erzeugt, in der 
das Kontaktloch durch anlsotropes Atzen selektiv zu 
dem dotierten Gebiet in der Siliziumschicht geoffnet 
wird. Das dotierte Gebiet in der Siliziumschicht wirkt 
dabei als Atzstop und wird nicht mehr entfernt. 
[0009] Es ist vorteiihafl, die Siliziumschicht so zu 
erzeugen, daB sie mindestens in dem dotierten Gebiet 
aus Polysilizium besteht, da Siliziumoxid, das die Isola- 
tionsschicht in der Regei im wesentlichen enthatt. mit 
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hoher Selektivitat zu Polysilizium atzbar ist 

[0010] Die im Stand der Technik erfbrdertiche, pro- 

blematische nachtragliche Aufoxidation der Silizium- 

schicht entfaOt, da die undotierten Teile der 

Siliziumschicht auf^ertiatb des Kontaktlochs entfernt 

werden Die Erfindung wird im fblgenden anhand eines 

Ausfuhrungs 

[001 1] beispiels und der Figuren naher erlautert. 

Die Figuren 1-5 zeigen einen Querschnitt durch ein 
Halbleitersubstrat mit einem MOS- 
Transistor, an dem die Verfahrens- 
schritte beispielhaft erlautert wer- 
den. 

[0012] Figur 1: In bzw. auf einem Si-Halbleitersub- 
strat 10 befindet sicin ein MOS-Transistor mit einem 
Gate la und zwei S/D- Gebieten 2a als p-dotierten 
Bereiclien im Substrat. Durch ein Isolationsgebiet 8, 
bspw, ein Feldoxid , ist ein weiterer MOS-Transistor mit 
Gate 1b und n-dotierten Bereichen 2b davon getrennt. 
Wie oben beschrieben, werden die Gates 1 nach oben 
12 und zur Seite 13 hin isoliert. Die Source- und Drain- 
gebiete 2a, 2b werden wie ubitch dotiert. Der Prozefl ist 
besonders vorteilhaft fur selbstjustierte Kontakte auf p- 
dotierten Gebieten 2a einsetzbar, d. h, die Dotierung 
erfolgt hier ubiicherweise mit Bor. 
[0013] Figur 2: Sodann wird eine diinne Baniere- 
schtcht 3, etwa Siiiziumnitrid, abgeschieden. An Steilen 
3a, wo sp§ter selbstjustierte Kontakte erzeugt werden 
sollen, wird diese Schicht mittels eines Atzprozesses 
unter Einsatz einer Fotomaske geoffnet. Die Atzung der 
Barriereschicht kann kurz gehalten werden, so daR die 
Einkapselung der Gates 12. 13 erhalten bleibt. 
[001 4] Figur 3: AnschliefSend wind eine Polysilizium- 
schicht 4 abgeschieden. Mit einer weiteren Fotomaske 
5 wird die Polysiliziumschicht an denjenigen Steilen 4a 
mit einem geeigneten Dotierstoff, hier insbesondere mit 
Bor implantiert, an denen ein selbstjustierter Kontakt 
vorgesehen ist. Der borimplantierte Bereich 4a ist vor- 
zugsweise etwas grower als das spatere Kontaktloch zu 
bilden. Die Implantation wird mit so niedriger Energie 
durchgefiihrt, daH praktisch die gesamte Dosis in der 
Polysiliziumschicht 4 deponiert wird. Durch eine Tempe- 
rung wird das Bor in der Polysiliziumschicht 4 verteilt 
und elektrisch aktiviert. Die Bor-Dotierung wird in 
Abhangigkeit von dem spater erfblgenden AtzprozelS 
und dessen Selektivitat von undotiertem zu dotiertem 
Polysilizium gewahit und betragt i.a. >10^^ cm"^, vor- 
zugsweise etwa 10^° cm*^. Die unterliegende Ban-iere- 
schicht 3 verhindert, daB an SteHen ohne 
seibstjustierten Kontakt. insbesondere an n-dotierten 
Steilen 4b wie beispielsweise Dotierstoff in die Polysili- 
ziumschicht 4 eindiffundiert. 

[0015] Figur 4: Beispielsweise mittels einer KOH- 
Losung kann nach Entfernen der Fotomaske 5 undotier- 
tes Polysilizium selektiv zu dotiertem ge§tzt werden. 
Durch eine solche Atzung wird das Polysilizium uberall 



dort entfernt, wo es kein oder nur sehr wenig Bor ent- 
halt Je nach Implantationsbedingungen wird der verti- 
kale Teil der Polysiliziumschicht mdglichenweise 
weniger hoch dotiert, so da& er durch die Atzung ent- 

5 femt wird. Dies ist nicht problematisch, da bei der spa- 
teren Herstellung der Kontakte eine anisotrope Atzung 
eingesetzt wird und somit ein Atzstop an der vertikalen 
Flanke des Gates nicht erforderlich ist. Die unterlie- 
gende Barriereschicht 3 verhindert einen Angrlff des 

10 Substrats 2a, 2b bei der KOH-Atzung an Steilen ohne 
seibstjustierten Kontakt. insbesondere in n-dotierten 
Bereichen 2b. Die Offnungen in dieser Schicht uber p- 
dotierten Gebieten 3a konnen je nach Erfbrdernlssen 
des Designs vollstandig vom implantierten Gebiet 4a 

75 uberdeckt werden Oder auch dieses uberlappen. Auch 
an diesen Oberlappungsstellen 3b kommt es nicht zu 
einer AnStzung des Substrats, da hier die Polysilizium- 
schicht 4 durch ausdiffundiertes Bor aus dem Substrat 
2a dotiert und damit Stzresistent wird. An der Stella des 

20 spateren seibstjustierten Kontaktes, d. h. auf dem 
dotierten Bereich sind nun dotierte Potysiliziumpads 4c 
hergestellt. die durch die fiffhungen 3a in der Bamere- 
schicht in elektrischem Kontakt zum dotierten Bereich 
2a stehen. 

25 [0016] Figur 5: Nun kann optional die Bamere- 
schicht 3 durch eine ganzflSchige kurze Atzung an den 
freiliegenden Steilen entfernt werden. In jedem Fall wird 
anschliedend ein dickes Dielektrikum 6, in der Regel ein 
Siliziumoxid, zur Isolation und Planarisierung aufge- 

30 bracht. In dieses werden mit einer Kontaktiochmaske 
und einer anisotropen trockenen Oxidatzung sowohl die 
Kontaktlocher zum Substrat wie auch zum Gate herge- 
stellt. Unter alien selbstjustiert vorgesehenen Kontakten 
7a befindet sich je ein von alien anderen Pads isoliertes 

35 Polysiliziumpad 4c ("Boron Implanted Polysilicon Pad", 
BIPP), das wie beschrieben so grofi hergestellt wurde, 
daB die Kontaktiochmaske selbst im Fall ungunstigster 
Dejustage nicht uber das Pad uberfappt. Sollte die Kon- 
taktiochmaske an einer solchen Stelte uber ein Gate 1a 

40 uberiappen. so stoppt die Atzung auf diesem Pad 4c, so 
daB die dielektrische Gateelnkapselung 12, 13 erhalten 
bleibt und kein KurzschluR zum Gate la hergestellt 
wird. An Steilen, wo ein Kontakt 7b zum Gate lb vorge- 
sehen ist, befindet sich kein Pad. Hier offnet die Kon- 

45 taktloch3tzung das Gate lb, so daB ein elektrischer 
Kontakt hergestellt werden kann. Mit derselben Prozeft- 
folge kdnnen auch Kontakte 7c hergestellt werden. die 
teilweise auf Feldoxid 8 uberiappen oder soger vollstan- 
dig uber Feldoxid angeordnet sind. Auch alle nicht 

50 seibstjustierten Kontakte zum Substrat. insbesondere 
solche auf n-dotierte Gebiete 2b, konnen gleichzeitig 
hergestellt werden. In diesem Fall befindet sich kein 
Pad unter dem Kontakt. Der weitere Metallisierungspro- 
zeft wird wie ublich (mit oder ohne AuffOllung der Kon- 

55 taktiocher) durchgefuhrt. 

[0017] Besonders vorteilhaft la&t sich dieses Ver- 
fahren in einer Speicherzelle einsetzen, die einen sog. 
BOSS-Strap bestlzt (Boron out-diffused surfiace strap). 
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wte in der EP-A 543 158 beschrieben. Dieser Strap ver- 
bindet in einer DRAM-Speicherzelle das Draingebiet 
des Transistors mit einer im Innern des Kondensator- 
grabens angeordneten PolysiliziumfuHung. Bet dam 
Herstellverfaliren fur einen solchen BOSS-Strap sind 5 
die meisten oben geschilderten Schichtabscheidungen, 
Fototechnilcen und sonstige Prozelischritte bereits 
implementiert. Zur Durchfuhrung des erfindungs- 
gemalien Verfehrens werden lediglich folgende ProzeB- 
schritte tiinzugefugt: 

eine Fototechnik zur Definition der BIPP-Pads 
die Implantation und 
der LackstripprozeB. 

15 

[0018] Diese ProzeSschritte werden in dem in der 
EP-A 543 158 beschriebenen Verfehren sinnvollenweise 
nach der Abscheidung des Polysiliziums und vor der 
Temperung eingefugt. Fur weitere Einzelheiten wird auf 
dem gesamten Inhaft der genannten Anmeldung ver- 20 
wiesen. 

[0019] Ein besonderer Vorteil der Kopplung der 
Erfindung mit dem BOSS-ProzeB besteht darin, daB 
eine Beeintrachtigung oder Veranderung der Grundpro- 
zeGperfbrmance (Transistordaten, Leckstrome etc.) so 25 
gut wie ausgeschlossen ist, da kaum neue Prozeli- 
schritte hinzugefugt werden. tnsbesondere bleibt die 
Temperaturbelastung unverSndert, da die zur Aktivie- 
rung des implantierten Bors erforderliche Temperung 
bereits im BOSS-ProzeS enthalten ist Bet Verwendung 3o 
des erfindungsgemafien Prozesses ist daher kelne 
erneute Optimierung des Grundprozesses eribrderlich. 
[0020] Auch im Design laBt sich das erfindungsge- 
mdBe Verfahren einfach und sinnvoll mit dem BOSS- 
Prozefi verbinden. Der BOSS-Strap Ist selbstjustiert zu 35 
den Gates, da nur im Bereich zwischen den Gates das 
Poiysilizium in Konlakt zum bordotierten Substrat (und 
zur Grabenfullung) steht und also nur hier durch Ausdif- 
fusion atzresistent wird. Es ist somit sehr leicht moglich, 
ein ausreichend groBes BIPP-Pad in die Zelle zu inte- 40 
grieren. Die einzige Randbedingung ist, daB das BIPP- 
Pad nicht uber die kontaktabgewandte Gatekante uber- 
lappen darf. Wie man leicht abschatzen kann, ist diese 
Randbedingung ohne weiteres zu erfullen, und zwar 
besonders dann, wenn wte allgemetn ubiich der Zell- 45 
transistor zur Vemngerung von Unlerschwellenspan- 
nungs-Leckstrdmen deutlich (anger ist als die minimale 
Entwurfsregel des Designs. In diesem Fall tst das Gate 
im in Frage stehenden Bereich relativ breit, was einen 
besonders groBen Spielraum zur konkreten Gestaltung so 
des borimplantierten Poliztlimpads eroffhet Im einzel- 
nen sind im Design die fbtgenden Anpassungen durch- 
zufuhren: 

Optional: Herausnehmen des Sicherheitsabstands 55 
zwischen Kontakt und Gate, Anpassen aller Ebe- 
nen an das venringerte Wortieitungsraster. Diese 
MaBnahme ist nicht erfbnjerlich, wenn nur eine 



Erhohung der ProzeBsicherheit ohne Platzerspar- 
nis angestrebt wird. 
• Anderung der Maske zur Strukturierung der dun- 
nen dielektrischen Schicht unter dem Poiysilizium: 
zusatzliche Offhung im Bereich des Bitleitungskon- 
takts 

Einbau des borimplantierten Poiysiliziumpads 
Optional: VergroBerung des Kontaktlochs zur Erho- 
hung der ProzeBsicherheit 
Optional: Einsatz des erfindungsgemaBen Kon- 
takts auch bei sonstigen p-dotierten Gebieten. z.B, 
in Rasterschaltungen zur weiteren P(atzersparnis. 

Patentansp ruche 

1. Verfahren zur Herstellung eines Kontaktloches zu 
einem ersten dotierten Bereich eines ersten Leitfa- 
higkeitstyp bei einer Halbleiterscheibe mit dotierten 
Bereichen des ersten und eines zweiten Leitfahig- 
keitstyps, 

bei dem zunachst der erste dotierte Bereich 
(2a) in dem Substrat (10) so hergestellt wird, 
daB er mindestens an der Oberflache des Sub- 
strats (1) von Isolationsbereichen (12, 13) 
begrenzt ist, 

bei dem dann eine ais Diffusions- bzw. Atzbar- 
riere vorgesehene Barriereschtchl (3) erzeugt 
wird, die mindestens den ersten dotierten 
Bereich (2a) freilaBt und einen zweiten dotier- 
ten Bereich (2b) eines zweiten Leitfahigkeits- 
typs abdeckt, 

bei dem ganzflachig eine undotierte Silizium- 
schicht (4) abgeschieden wird, 
bei dem in der Siliziumschicht (4) selektiv ein 
dotiertes Gebiet durch Implantation oder 
zusatzlich durch Ausdiffusion aus dem ersten 
dotierten Bereich (2a) erzeugt wird, das den 
Bereich fur das spatere Kontaktloch Ciberiappt, 
bei dem eine Temperung zur Verteilung und 
Aktivierung des Dotierstoffs in dem dotierten 
Gebiet der Siliziumschicht (4) vorgenommen 
wird, wobei an den Stellen, an denen die Bar- 
riereschicht (3) den zweiten dotierten Bereich 
(2b) abdeckt, eine Ausdiffusion aus dem zwei- 
ten dotierten Bereich in die undotierte Silizium- 
schicht (4) verhindert wird, 
bet dem undotierte Tetle der Siliziumschicht (4) 
selektiv zu dem dotierten Gebiet entfernt wer- 
den, 

bei dem ganzflachig eine Isolationsschicht (6) 
erzeugt wird, 

bei dem das Kontaktloch (7a) durch anisotro- 
pes Atzen selektiv zu dem dotierten Gebiet 
(4c) der Siliziumschicht in der Isolationsschicht 
(6) geoffnet wird. 

2. Verfahren nach Anspruch 1 , bei dem das Substrat 
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(10) aus einkristallinem Silizium besteht. 

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, bei dem die Sili- 
ziumschicht (4) aus Polysilizium hergestellt wird. 

4. Verfehren nach einem der Anspruche 1 bis 3, bei 
dem die undotierten Teile der Siliziumschicht (4) 
durch naGchemisches Atzen entfernt werden. 

5. Verfalnren nach einem der Anspruche 1 bis 4, bei 
dem die Banlereschlcht (3) aus Siiiziumnitrid her- 
gestellt wird. 

6. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 5, bei 
dem vor Aufbringen der Isolattonsschicht (6) die 
freiliegenden Teile der Bamereschicht (3) entfernt 
werden. 

7. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 6, bei 
dem das dotierte Gebiet (4c) der Siliziumschicht (4) 
p-dotiert wird und bei dem die undotierten Teile der 
Siliziumschicht (4) durch natichemische Atzung mit 
Kalium-Hydroxid-Ldsung entfernt werden. 

8. Verfahren nach Anspruch 7, bei dem in dem dotier- 
ten Gebiet (4c) der Siliziumschicht (4) eine Borkon- 
zentration zwischen 10''® cm"^ und lO^"" cm"^ 
eingestellt wird. 

9. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 8, 

bei dem der dotierte Bereich (2a) im Substrat 
(10) ein Source-Drain-Gebiet eines MOS-Tran- 
sistors ist, 

bei dem die Isolationsbereiche isolierende 
Flankenbedeckungen (13) und isolierende 
Deckschichten (12) der Gateelektrode (1) des 
MOS-Transistor umfassen. 

10. Verfahren nach Anspruch 9. 

bei dem gleichzeitig mit Offnung des Kontaktlo- 
ches (7a. 7c) zu dem dotierten Bereich (2a) ein 
weiteres Kontaktloch (7b) zur Gateelektrode 
(10) geoffnetwird. 

11. Verfahren nach einem der Anspruche 9 bis 10, bei 
dem der MOS-Transistor (1 , 2) ein Auswahltransi- 
stor einer Speicherzelie ist, welche einen Speicher- 
kondensator umfelit, wobei eine Elektrode des 
Speicherkondensators mit einem weiteren dotier- 
ten Gebiet des MOS-Transistors uber eine dotierte 
Polysiliziumstruktur verbunden ist. 

Claims 

1 . Method for the fabrication of a contact hole to a first 
doped region of a first conductivity type in a semi- 



conductor wafer having doped regions of the first 
and of a second conductivity type, 

in which first of all the first doped region (2a) is 

5 fabricated in the substrate (10) in such a way 

that it is bounded by insulation regions (12. 13) 
at least on the surface of the substrate (1). 
In which a barrier layer (3) is then produced, 
which is provided as a diffusion and/or etching 

10 barrier, leaves at least the first doped region 

(2a) uncovered and covers a second doped 
region (2b) of a second conductivity type. 
- in which an undoped silicon layer (4) is depos- 
ited over the whole area, 

15 - in which a doped zone, which overiaps the 
region for the subsequent contact hole, is 
selectively produced in the silicon layer (4) by 
implantation or additionally by outdiffusion from 
the first doped region (2a). 

20 - in which a heat treatment is performed in order 
to distribute and activate the dopant in the 
doped zone of the silicon layer (4). outdiffusion 
from the second doped region into the undoped 
silicon layer (4) being prevented at the loca- 

25 tions at which the barrier layer (3) covers the 

second doped region (2b), 
in which undoped parts of the silicon layer (4) 
are removed selectively with respect to the 
doped zone, 

30 - in which an insulation layer (6) is produced over 
the whole area, 

in which the contact hole (7a) is opened in the 
insulation layer (6) by means of anisotropic 
etching selectively with respect to the doped 
35 zone (4c) of the silicon layer. 

2. Method according to Claim 1 , in which the substrate 
(10) Is composed of monocrystalline silicon. 

40 3. Method according to Claim 1 or 2. in which the sili- 
con layer (4) is fabricated from polysilicon. 

4. Method according to one of Claims 1 to 3, in which 
the undoped parts of the silicon layer (4) are 

45 removed by wet-chemical etching. 

5. Method according to one of Claims 1 to 4, in which 
the barrier layer (3) is fabricated from silicon nitride. 

50 6. Method according to one of Claims 1 to 5, in which 
the uncovered parts of the barrier layer (3) are 
removed prior to the application of the insulation 
layer (6). 

55 7. Method according to one of Claims 1 to 6. in which 
the doped zone (4c) of the silicon layer (4) is p- 
doped. and in which the undoped parts of the sili- 
con layer (4) are removed by wet-chemical etching 
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using potassium hydroxide solution. 

8. Method according to Claim 7, in which a boron con- 
centration of between 10''^ cm'^ and 10^** cm*^ is 
set in the doped zone (4c) of the silicon layer (4). 

9. Method according to one of Claims 1 to 8, 

in which the doped region (2a) in the substrate 
(10) is a source-drain zone of a MOS transistor, 
in which the insulation regions comprise insu- 
lating sidewall coverings (13) and insulating 
covering layers (12) of the gate electrode (1) of 
the 

MOS transistor. 

10. Method according to Claim 9, 

in which a further contact hole (7b) to the gate 
electrode (10) is opened at the same time that 
the contact hole (7a, 7c) to the doped region 
(2a) is opened. 

1 1 . Method according to one of Claims 9 to 1 0. in which 
the MOS transistor (1 , 2) is a selection transistor of 
a memory cell comprising a storage capacitor, one 
electrode of the storage capacitor being connected 
to a further doped zone of the MOS transistor via a 
doped polysliicon structure. 

Revendications 

1 . Proc6d6 de fabrication d'un trou de contact sur une 
premiere region dop6e d'un premier type de con- 
ductibiltte avec une tranche de semi-conducteur 
pr^sentant des regions dop^es du premier at d'un 
second type de conductibllitd, 

dans lequel, tout d'abord, la premiere region 
dop^e (2a) dans le substrat (10) est r6aiis6e de 
telle sorte qu'elle solt au moins limitee ^ la sur- 
face du substrat (1) par des zones isolantes 
(12, 13), 

dans lequel une couche-banrifere (3) pr6vue 
comma barri§re de diffusion resp. de gravure 
est ensuite cr66e, qui taisse libre au moins ta 
premiere region dop§e (2a) et qui recouvre une 
seconde region dop^e (2b) d'un second type 
de conductibilit§, 

dans lequel une couche de silicium (4) non 
dopee est d6pos6e sur toute la sur^ce. 
dans lequel une zone dop6e est cre^e s^lecti- 
vement dans la couche de silicium (4) par 
implantation ou en plus par diffusion ext^rieure 
de la premiere region dop6e (2a) qui recouvre 
la region du futur trou de contact, 
dans iequel un recuit est effectu6 pour r^partir 



et activer I'agent dopant dans la zone dop^e de 
la couche de silicium (4), une diffusion de la 
seconde region dop^e dans la couche de sili- 
cium non dopSe (4) ^tant emp§ch6e aux 

5 endroits auxquels la couche-barri^re (3) recou- 

vre la seconde rigion dop6 (2b), 
dans lequel des parties non dop^es de la cou- 
che de silicium (4) sont 6limin6es selective- 
ment jusqu'd la zone dop^e, 

10 - dans lequel une couche isolante (6) est pro- 
duite sur toute la surface, 
dans lequel le trou de contact (7a) est ouvert 
sdlectivement par gravure anisotrope jusqu'd la 
zone dop^e (4c) de la couche de silicium dans 

15 la couche isolante (6). 

2. Proc^dd selon la revendlcation 1. dans lequel le 
substrat (10) est constitu^ de silicium monocristal- 
lin. 

20 

3. Proc^dd selon la revendlcation 1 ou 2, dans lequel 
la couche de silicium (4) est fabriqude en polysili- 
cium. 

25 4. Proced6 selon Pune des revendications 1 d 3, dans 
lequel les parties non dop^es de la couche de sili- 
cium (4) sont 6limin6es par gravure chimique 
humide. 

30 5. ProcedS selon Tune des revendications 1 d 4, dans 
lequel la couche-barridre (3) est fabriqu^e ^ partir 
de nitrure de silicium. 

6. Proc^dd selon I'une des revendications 1^5, dans 
35 lequel les parties d^couvertes de la couche-bar- 

ri^re (3) sont 6limin^es avant le depdt de la couche 
isolante (6). 

7. Proc§d6 selon I'une des revendications 1 d 8, dans 
40 lequel la zone dop^e (4c) de la couche de silidum 

(4) est dop^e p et dans lequel les parties non 
dopees de la couche de silicium (4) sont ^limin^es 
par gravure chimique humide avec une solution 
d'hydroxyde de potassium. 

45 

8. Proc6d6 selon la revendication 7, dans lequel une 
concentration de bore est ajust^e entre 10^® cm"^ 
et lO^*" cm*^ dans la zone dop^e (4c) de ta couche 
de silicium (4). 

50 

9. Proc6d6 selon I'une des revendications 1^8, 

dans lequel la region dop^e (2a) dans le subs- 
trat (10) est une zone-source-drain d'un tran- 
55 sistor MOS, 

dans lequel les zones isolantes comprennent 
des recouvrements des flancs (13) isolants et 
des couches de couverture (12) isolantes de 
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I'^tectrode de grille (1) du transistor MOS. 

10. Procddd selon la revendication 9, 

dans lequel simultan^ment avec Touverture du 5 
trou de contact (7a, 7c) sur ta region dopSe 
(2a), un trou de contact suppl6mentaire (7b) 
est ouvert sur r6lectrode de grille (10). 

11. Proc6d6 selon Tune des revendications 9 d 10, 
dans lequel le transistor MOS (1 , 2) est un transis- 
tor de selection d'une cellule de m^molre, laquelle 
comprend un condensateur de m^moire, une Elec- 
trode du condensateur de m^moke 6tant re!i§e d 
une zone dopde suppl^mentaire du transistor MOS 
via une structure en polysilicium dopEe. 
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